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プラズマ CVD 法は薄膜による様々な材料の表面修飾

の他、表面改質による機能向上に応用されている。近年、

金属材料や部品等の表面に対して窒化、酸化、炭化等

の処理を施し、耐久性の向上、撥水性や親水性等の新た

な機能を付加した材料等も研究され、実用化されている。

弊社でも、これらの機能付加を目的としたプラズマ CVD
装置の研究開発を行っている。プラズマ発生の条件を目

的に合わせて設定することにより、導入元素の量や浸透

深さを制御可能である。これらの研究開発で製作したサン

プルを XPS（光電子分光分析法）により、深さ分析し、元

素の浸透深さを測定したいと考えている。深さ分析の際に

は、エッチング時間とそれにともなうエッチング深さを求め

ておかなくてはならない。そこで、今回は深さ分析を行う

事前準備として、貴所にて所有している XPS(Axis 
NOVA,KRATOS ANALYTICAL / ㈱島津製作所)にて

W と Ta のエッチングレートの確認を行った。 

１．概要（Summary） 

 

プラズマ CVD 法で表面処理を行った金属の元素浸透

深さ分析をXPS装置で行うため、事前にエッチングレート

の測定を行う。対象サンプルとして、今回はタングステン

W とタンタル Ta を用意した。測定前に、サンプル処理等

は行っていない。サンプルは、まずプラテンに固定し、一

部金属プレートにてマスクを施す。その後、プラテンを装

置の試料室に導入して、サンプルとマスクの境界面を Ar
プラズマにてエッチングする。エッチング深さとしては、触

針式膜厚段差計にて、境界の段差が測定できれば充分

である。Si のエッチング条件及びレートを参考に、各サン

プル数百 nm 程度エッチングするものとした。 

２．実験（Experimental） 

 

Si のエッチング条件及びレートをもとに、各サンプルに

つき 1 時間エッチングしたサンプルを触針式膜厚段差計

にて測定した。しかしながら、今回のサンプルでは明確な

段差が得られなかった。よって、いずれのサンプルもエッ

チングレートを算出できなかった。原因として、今回のサン

プルの表面が非常に荒くµオーダーの凹凸があったことが

挙げられる。今後の方針としては、エッチング時間を延長

して再実施等を検討しているが、現時点では未実施の状

態である。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 

なし。 

４．その他・特記事項（Others） 

 

なし。 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

 

なし。 

６．関連特許（Patent） 

 


